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Vce clamp Vec A HLE Icc=40mA 6.8 \Y%
Von HERUE T L A Vps<Von, JT 1l 2 fF -300 mV
Voff-delay [F) 2 f /DN IR T AEE I 7 ns
Kmax B R TSR R 22 VCC=5.2V 12.5 V/100ns
Kmin Fe /NI RS R 26 VCC=5.2V 2 V/100ns
Vorr WRE WA Vps>Vorr, KW -15 2 mV
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MILLIMETER INCHES
SYMBOL MIN NOM MAX MIN NOM MAX
A - - 1.75 - - 0.069
A1 0.1 - 0.25 0.04 - 0.1
A2 1.25 - - 0.049 - -
C 0.1 0.2 0.25 0.0075 0.008 0.01
D 47 4.9 5.1 0.185 0.193 0.2
E 3.7 3.9 4.1 0.146 0.154 0.161
H 58 6 6.2 0.228 0.236 0.244
L 0.4 - 1.27 0.015 - 0.05
b 0.31 0.41 0.51 0.012 0.016 0.02
e 1.27 BSC 0.050 BSC
y - - 0.1 - - 0.004
0 0° - 80 0° - 80
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